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１．概要（Summary） 

ゲルマニウム(Ge)はシリコンと比べて移動度が高

く、次世代のチャネル材料として期待されている。ゲ

ルマニウムトランジスタ特性を理解するために Ge 

MOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect 

Transistor )を作成し、電気特性評価を行うことは不

可欠である。 

昨年より、我々は Ge MOSFET のプロセスフロー

構築を進めてきた。本年度の成果として一連のトラン

ジスタフローが構築され、電気特性評価によりトラン

ジスタ特性を取得することができた。本報告書では、

微細加工プラットフォームの装置を利用し作成した

Ge FETの試作結果を報告する。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 高速マスクレス露光装置 

 プラズマ CVD 装置 

 全自動スパッタ装置 

 原子層堆積装置 

 多目的ドライエッチング装置 

【実験方法】 

Figure 1にNIMS微細加工プラットフォームで試作し

た Ge MOSFET の顕微鏡写真を示す。p 型 Ge 基板上

にプラズマ CVD装置にて Field-Oxの堆積を行った後、

高速マスクレス露光機でレジストマスクパターンを形成し、

バファードフッ酸処理を行うことで酸化膜による阻止分離

パターンを形成した。次に、Source/Drain形成のため、リ

ンのイオン注入および活性化アニールを行った。続いて、

原子層堆積装置でゲート絶縁膜と全自動スパッタ装置に

よるゲート電極メタルの成膜を行った後、レジストマスクパ

ターニングを形成し多目的ドライエッチング装置でメタル

エッチングを行うことでゲート電極のパターニングを行った。

その後、コンタクトホール形成してからメタルコンタクト配線

パターニングを行い、トランジスタを試作した。 

 

Figure 1. Microscope view of GeFET 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

Figure 2 は、本年度試作した n-channel GeFETの

Vg-Id(Gate Voltage-Drain Current)特性の一例を示す。

IdのON/OFF比は約３桁を実現することに成功した。 

 今後は、弊社の装置で成膜したゲート絶縁膜を Ge 

MOSFETを用いて評価することを計画している。 

 

Figure 2. Vg-Id curve of nGeFET 

４．その他・特記事項（Others） 

試料作製にあたり、NIMS 微細加工プラットフォームの

渡辺英一郎様、大里啓孝様から技術支援を頂きましたこ

とを深く感謝いたします。 
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